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La invencién se refiere a un dispositivo semi-z
conductor que tiene un cuerpo semiconductor que oompren—§
de unaprimera zona de un primer tipo de conductividad ;
adyacente a una superficie plana del cuerpo, una segundag
zona del sezundo tipo de conductividad adyacente a dichai
superficie y rodeada totalmente dentro del cuer;o semi-‘cm
conductor por la primera zona, terminando la juntura
p-n entre la primera y la sezpunda zonas en dicha superfi%
cie, y al menos otra zona del sezundo tipo de conductivi§
dad situéda al lado de la segunda gzona, adyacente a dicha
superficie y estando totalmente rodeada por la primera

zona dentro del cuerpo semiconductor, terminando la jun- .

. tura p-n entre la primera y la otra zona en dicha supeir-

ficie, rodeando la otra zona a la segunda zona, estando
presente una capa aislénte que tiene una ventuna de con-
tacto sobre la mencionada superficie plana, estando pro-
vista en dicha ventana una capa de contacto sobre la se—f
gunda zona,

Tal dispositivo semiconductor es conoeido,
por ejemplo por la patente francesa 1,.421.163. in este
dispositivo, la sesunda zonaestd rodeada por una o més
otras zonas, rodeando cada otra zona wiguiente a la se-
gunda zona y a las otras gonas precedentes. Usando ta=-
les otras zonas del sepundo tipo de conductividad, ha
sido posible aumentar considerablemente la tensibn de
ruptura entre la wnrimera y la se_unda zona disminuyendo
la influencia de las condiciones de la superficie sobre
dicha ruptura. :

ge hu encontrado, sin embargo, yue en coudi- |
ciones, tales dispositivos no gson estables, Gado gue dumj

rante el funcionamiento del dispositivo en que la juntu-.
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ra p-n entre la primera y la segunda zona estid polariza-
da en la direccidn inversa, la capa aislante es eléctri-
camente cargada y trata de asumir el potencial de la -
capa de contacto. Como resultado de esto una capa de
superficie del segundo tipo de conductividad, una asi
llamada capa de inversibén, puede ser inducida en la
primera zona, capa gue conecta a las otras zonas entre si
Yy a la segunda zona & través de un canal de inversién

de modo que o8 eliminado el efecto de las mencionadas
otras zonas y disminuye la tensibén de ruptura entre la
primera y la segunda zonas.

Uno de los objetos de la invencibn consiste
en controlar la disminucién y la inestabilidad de la
mencionada tensibén de ruptura asociades con la formacién
de tales capas de inversidn o reducirlas considerable-
mente.

La invencidn se basa entre otros, sobre el re-
conocimiento del hecho que la influencia desventajosa
de las mencionadas capas de invencidn, puede ser elimi-
nada al menos considerablemente proveyendo una zona
superficial interruptora de canal entre- la segunda zona
¥y la primera otra zona y/o entre las oﬁras zonas matua-
mente, sin reducir con ello considerablemente la tensibn
de ruptura entre la primera y la segunda zonas.

Por lo tanto, el dispositivo del tipo mencio-
nado en el exordio se caracteriza de acuerdo con la in-
vencidn porque una zona superficial anular interruptora
de canal est& presente al lado de al menos una otra zo-
na sobre el lado de la capa de contacto en que medida
paralelamente a la superficie, la distancia desde la ca-

pa de conbtacto a la circunferencia externa de la obtra =
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zona es mayor que la distuncia desde la capa Ge contac—
to a la circunferencia externa de la zona superficial
interruptora de canal que es adyacente a la primcra zo-
na al menos a lo largo de toda la circunferencia inter-
na. . :
Podria esperarse que como resultado de la pre-~-
sencia de tal zona interruptora de canal en la oroximi-
dad inmediata de, o aﬁﬁ adyacente s, una de-las otras
zonas, la tensidn de ruptura entre la otra zona, y la
primera-zona y por lo tanto también la tensibn Ja'fhptu-i
ra entre la primera y la segundas zonas se reduciria
considerablemente. Sin embargo, sc ha encontrado sor -
prendenteucnte en la préctica que esto no ocurre, La
ceusa de esto es la corriente que, en la condiecidn ope-
rativa circula en la direccibn inversa a través de la
Jjuntura p-n entre la primera y la segunda zonas a lo
largo de la superficie semiconductora. Como resultado
de esta corriente inversa el lado de la Jjuntura p-n que
enfrenta a la sesunda zonu, el lado interno, entre la
otra zona y la vrimera mona,es polarizado cn la Gireccidn
de paso, mientras qgue el lado externo de dicha juntura ~
p-n por el comtrario, es noluriczado en la direccibn in-
versa. Dado que lu zona interruptora de canal de acuer-
do con la invencidn estd situada sobre el lado interno
de la otra zona, la tensibn de ruptura enire la primera
¥y la cezpunda zonas es poco @ nada inflienciada por la

misma,

De acuerdo con la invencibn la zona interrupto=-

ra de cemal estd limitada ademfs a lo largo do ‘toda su

circunferencia interna por la primera zona, mientras que
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la circunferencia externa de la gona interruptora
nal estd situada mis cerca de la capa de contacto yue i
- la circunferencia externa de la otra zona. Asi la zona ;
interruptora de conal estd alejada de todas las paries
de las junturas p-n presentes polarizadas en la direccibn
- inversa, de modo cue la tensidn inversa total en ausen~
- cia de la gona interruptora de canal, puede ser disiri-
bufda sobre las otras zonas.
Bn relucibn con el pegueiio espacio disponible
10 entre la sesunda zona y la primera otra zona o enire las
" otras zonas mutuamente adyacentes. la zona de superiicie
interruptora de cunal preferiblcuente serd adyacente a
idicha otra zona. De acuerdo con oira realizacibn prefori-

- da, la diutancia desde la ca a de contacto a la circunfe-

15 ‘rencia externa de la zona de superficie interruptora de
] S

:canal, nedida paralelamente a la superficie, excede a la
%distaneiaadesde la capa de contacto a la otra zona., Como
‘resultado de esto, la zonz interruptora de canal es par-—
cialmente incoroorada en la otra zona de modo que se ob-

20 fticne otro ahorro de espacio.
Las zonas de superficie interruptoras de canal

wj.g_cnno se ha uwencionado precedentemente pueden ser obteni-
"jdas por varios métodos convencionalmenteiusados en la tec—
‘nolozfa de semiconductora, por ejemplo aumentando la con—ﬁ
25 fcentracién de dopado o lu velocidad de recombinacién en
‘1a superficie. La zona de superficie interruptora de ca-
:nal estd formada de manera particulariente ventajosa, por
funa zona del priﬁer tipo de conductividad que es preferi-~ :
Eblcmcnte difundida § tiene una resistividad wenor gue la

i
30 ‘primera zona, de modo que no puede formarse allf ningin

s 377825
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canal de inversibn,
i
La zona interruptora de canal puede estar for- :
' i
nada afin, de una manera mds simple, por una parte de su- ;

perficie de la primera zona que estd libre de la capa ais<

5 ! lante como se describe por ejemplo en la patente canadien—

i "’ -
‘ se 667.423.

i De acuerdo con otra realizacibn importante una

: capa conductora esté presente sobre la capa aislante ¥y

R

" 'rodeada de manera sustancialmente completa a la capa de
10 ‘ contacto, siendo la distancia desde la capa de conbacto
: a dicha otra zona, medida paralelamente a la superficie,

; mayor que "la distancia desde la capa de contacto a la ca-

i .
i pa donductora, esta.do presente medios para aplicar un
potencial a la capa conductora. ui es llevada a un po-

15 - tencial adecuado, tal capa conductora puede producir una

!
|
o
T
E
gdistribuci6n tal de campo por inducclén en la superficie,:
Ag que la parte dé un canal de inversibn ubicada fuera de :

i la zona de superficie interruptora de canal es eliminada

E como se describe en la solicitud holandesa nf publicada
20 ! 6.814.636.
: Ia invencibn es particularmente importante en i :

aquellos casos en que la primera zona consiste de silicio

de tipo p dado que las mencionadas capas de inversién

5 se forma fAcilmonte en este material, por ejemplo, como
25 . resultado de oxidacibn térmica como es comdn en la fabri-’

cacidn de estructuras planares.

s amae b3 maw b

La invencidn ademféis, es pariticularmente venta-

josa en un dispositivo en que la primera zona es la zona
de colector y la segunda zona es la zona de base de un

30 transistor de alta tensibn.
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; Ta invencién se refiere ademds a un disPositi-iv
] vo seridconductor como el descrito precedentemente, en :
que estén presentes medios para aplicar a la primera y ’
la sesunda zonas notencicles tales que la juntura pn

entre dichas zonas es al menos temporari:nente polariza-

da en la direccibn inversa.

A Tin de que la invencidn pueda ser fécilmente.
llevada a la préctica, a continuacibn se describirdn de-
talladamente, a t{tulo de ejemplo, unas pocas realizacio-
nes de la wmisma, con referencia a los dibujos que se
acompalian, en que:

Las fisuras 1 a %, son vistas esquemdticas en
corte de vurius realigaciones del dispositivo de acuerdo
con la invencibn.

Por razones de simplificacibn, todos los ejem-i
plos descritos son elegidos del tipo simétricumente ro-
tucional en relacidn a la 1inea L~li en las figuras.

Las figuras son esquemiiicas y no estdn dibu-
jadas a escala, cstando particulariente las dimensiones
en la direccibn del espesor grandemente exageradas por
~ razones de cluridad. Componentes iguales estdn indica -
- *-dos por los wisuos namcros de referencias

La ficura 1 es una vista esquemitica en corte
de una purte de un dizpositivo semiconductor de acuerdo
con la invencidn.

Il diepositivo, en el caso presente un tran -
sistor, comprende un cuerypo semiconductor de silicio que
tiene una superficie 2 sustunciclnente nlana. Una primera
., zona de conductividad tipo p 3 ¥y una sezunda zona de

conductividad tino n 4 son adyacentes a dicha syperficie -

i

.
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2, estando la zona 4 totulmente rodeada por la zonc 3

s

dentro del cuerpo semiconductor. La juntura p-n 5 entre
las zonas 3 y 4 termina en la ouperficic 2.

Una capa aislante 6 de bxido de silicio que

tiene una ventana de contacto 7 en la que estd provistaf
W v

una opa de contacto de aluminio & sobre la sezunda zona

4, estd provista sobre la superiicie 2,

Bl dispositivo mostrado en la fi.ura 1 compren-
de adewuds una zona 9 de tipo p que estd conecluda a una
capa de.aluminio 10 a través ae una aberiura en“lé capa
Ge Oxido 6. La zona 9 forwa la zona de ewisor, la zona
4 forma la zonz de base, y la zona 3 forma la zona de
colector de un transistor. Una caga wetflica 30 estable-
ce un contacto sublLiuncizluente bhuico con la zona de
colector 3 sobre el otro lado de la plcea de siliclo.

Como se muestra esyuemdticaunente en la fizura
1, la junta p-n 5 entre las zonas 3 ¥ 4 es polarizada en’
la direccidn inversa en la condicibn operativa, nien-
tras que la juntura p-n 11 entre las zonus 4y 9 es po-
larizada en la dirececibn de paso. Lnire los terainales
12 y 13 puede suminigtrorse una scial al eiiuor, selal
que puede ser derivada del colector en forug amplificada;
por cjemplo, a travée del resistor 1i.

A PIn do aumentar la tenwidn de rotura de co-
lector, ol Qispositivo comprende adends una otra zona
15 de tipo n ubicada al lado de la segunda zona 4, la
que es adyacente a la superficie 2 y estéd coupletamente
rodeada por la primera zona 3 dentro del rosto del cuer-
po semiconductor. La Juntura p-n 17 entre la zona 3 ¥y

la zona 15 termina también en la uuperficie 2, Lo wona

377825
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1% seden g la pencionzda segunda zona 4.

e ha encontrado gue la tensidn de ruptura de

coluctor del trameistor asf{ foruando, no es estable en la

vrdesica, dado gue durante ¢l funcionamiento la capa de
bxido se cléctricamente errzada. Como resultado de esto
puede foiuarse una cana de contuctividad de tipo n, una

cana de inversidn, on la zona 3 de tipo » en la superfi-

cie, cana que conceta 1la zona 15 a la zona 4.Cono resul-

tndo de csto el efceto de la zona 15 es anulado, de modo

que disminuyc la teusibn de ruptura entre las zonas 3 ¥y
4o
Ademds, cuande la zona 3 es de conduetividad

de tipo p como en el presente cjemplo, usualuente esté

-

prosente un canal de inv.rsibn en la cuperficie 2 por de-

bajo de la capa de éxido 6., ya sin que se suministren

tensiones.

A fin de evitar esta disainucibn de la teunsidn

de ruptura de colecctor, de acuerdo con la invencibn se

mrovee unu cona de superficie anular interruptora de ca-

nal 1, en la feorma de una zona difundida 18 de tipo p
que tiene una recsistividad menor que la zona 3, al lado
de la gona 15, sobre el ludo de la cana de contacto 8.
o zona 18 es adyacente a la zona 15. liedida parzlela -
mcnté a la cupcrficie 2, la dictancia desde la cana de
contacto & a la circunfer necia externs de la ofra zona
15 es mayor que la distoncic desde la capa de contucto

¢ a 1o circunferencia externa de la zona 16. La zona de

superficic 1 es adyacentc a la primera zona 3 a lo lar-

go de toda su eireunforencia interna.

La zona 18 cde tipo p es difundida simulténea-
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mente con la zona de emisor 9. La concentrucidn de acep-

tor de dicha zona es tan alta gue no puede formarse '

all{ ningln canal de inversibn, de modo que
inversibn presente entre las zonas 4 y 5 es
en el 4rea de la zona 18. Como resultado de
ta el antes descrito efeecto desventajoso de

de inversibn sobre la tensibn de ruptura de

i
H
¥
¥
3

i
H

H

un canal de
interrumpido!

esto se evi-.

+
v

tal canal

la Jjunturs

p-n 5.

Dado que en la condicibn operativa circula unai
cierta cbrriente inversa a travée del cuerpo semicbnduo—:
tor a lo largo de la superficie 2 (convencionalmente
considerada desde la zona 4 a la zona 3), la juntura
p-n 17 sobre el exterior de la zona 15 asoclada es pola- -
rizada en la direccidn inversa, mientras que cicha jun~
tura p-n sobre el lado interno de la zona 15, es polari-;
ada en la direccidn de paso. Como resultado de ésto la
presencia de la zona 18 altbamente dopada {iene poca o : P
ninguna influencia sobre la tensibn de ruptura entre la :
zona 3 y 4, dado que el efecto de la zona 15 sustancial-: .
mente no es reducido.

Toda la estruetura estd rodeada por una zona
de superficie 22 de tipo p de nodo de interrumpir uwna ca-
pa de inversidn formada en el exterior de la gona 15,

Ll dispositivo descrito pucde ser fabricado
usando las tecnologfas planares convencionaluente utili~§
zadas, La zona 3 de tipo p en este ejemplo tiene una re- .
glstividad de 50 Ohm.em. Las gonas 4 y 15 tienen un espe~
sor de aproximadamente 10 micrdmetros y han sido obteni-~ .
dos simulténeamente por difusibn de fésforo con una con-;

centracidn superficial de 1018 at/em3. Las zonas 9, 18

¥y 22 ticnen un espesor de aproximadamente 6 microbuetros

e 377825
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| de boro con una concentracidn superficial de 107 at/

!

! em3. ©1 especsor de la capa de Oxido 6 es de aproximada-

, mente 1 micrbmetro, ¢l de las capas de aluminio es de

5 i aproximadamente 0,5 micrémetros. Ia disbancia mitua de
las zonas 4 y 15 es de aproximaedamente 90 micrdmetros,
el ancho de la zona 15 es de aproximadamente 30 micré-
netros, la zona 4 ticne un didmetro de, por ejemplo,
200 micrdmetros y la zona 9 de 100 micrbmetros,

10 No cs necesario que la zona 18 sea adyacente
a la zona 15 pero esto serd preforido, en general, en
relacidn con el egpacio limitado entre las zonas 4 y 15.

La figura 2 es una vista esquemdtica en corte

de otra realizacibn que es sustancialmente igual a la

15 realizacibn mostrada en la fisura 1, pero en que la zona:
interruptora de canal 18 estd parciulmente incorporada 1
en la zona 15, de modo que la distancia de la capa de
contacto € a la circunferencia externa de la gona 18, me%
dida paralelamente a la superficie 2, es nayor que la

20 5 distancia desde la cana de contacto 8 a la otra zona 15.-
Como resultado de esto cs ocupado adn menos espacio en- ‘

tre las zonas 4 y 15 por la zona 18. Esto es importante,

f dado que en ocasiones dicho espacio puede ser muy peque—i

flo como resultado del dopado elegido. ;
25 ‘ La fizura 3 es un ejemplo de una realizacién

en que la zona de superficie interruptora de canal estd ;

formada por una parte de superficie 20 de la zona 3, que

' estd libre de la capa de bxido 6. Lsta parie de superfi~

| cie 20 es formada mordieendo un espacio anular en la ca-

5 pa de bxido. In las partes de superficie de la zona 3 ho:

30 ; cubiertas por 6xido, generaluente no se formard ninguna
!
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lo hubiera, serd interrumpido por la parte de superficie |

anular 20. A diferencia de los ejemplos precedentes, la
fig. 3 no se refiere a un transistor sino a un diodo de

alta tensibn formado por las zonas 3 y 4.

P
03
-

La fizura 4 es una vista esquemdtica en corte
de un transistor de alta tensibn que es similar al mostra-—
do en la figura 1 con la diferencia de yue en cste caso,'
se provee una segunda ofra gzona 16 del miswo tipo de con-
ductividaa que las zonas 4 y 5, adends de la otra.zona
15. Inlre las gonas 15 y 10 a lo largo de la circunferen~
cia interna de la zona 16, se provee también una zona in—_
terruptora de canal 19. Proveyendo varias otras zonas
ignales a las gzonas 15 y 16 la tensibn de rupiura de la
Juntura p-n 5 puede ser llevada aproximadumente al valor ‘
méximo Geterminado por el dopado de la zona 3.

Ia figura 5, finalumente, es una vista esquemé- H
tica en corte de otra realizacibn del dispositivo de '
acuerdo con la invencibn. in este caso, la esiructura
semiconductora es sustanciclmente ipusl a la wostrada
en la fizura 2. Ademds, sin embargo, se provee una capa
de aluminio 21 que rodea a la capa Ge contacto &, sobre
la capa de Oxido 6 en que, medida paralelamente a la su- .
perficie 2, la distancia desde la capa de contacto 8 a la:
zona 15 es mayor que la distanciae desde la capa de con- ;
tacto & a la capa de aluminio 21 que estd conectada a la
zona 3 a través de la zona 22 altamente dopada que es del?
mismo tipo de conductividad que la zona 3. Couo resulta~
do de esto y ei la juntura p-n 5 es polarizada en la di- f
reccibn inversa, la capa 21 adquiere un potencial tal, !

-

que es contrarrestada la formacibn de unaz capa de jinver-
77825
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cifn en la parte de superficie ubicada debajo de la capé
21, Dadc aue tal capado inversidn, aunque interrumpida i
por la zona 18, puede ser, sin embargo, desventajosa

por el aumcnto del drea de superficice efectiva de la jun-
tura p-n 5, couo resultado de lo cuul, por ejemplo se
forman capacitancias indeseables y no reproducibles, la
realizacibn mostrada en la fisura 5 es particularmente
favoratle.

Serd cvidente que la inveneibn no estd limita—
da a loz ejemplos descritos, sino que son posibles mu~ '
chas variaciones para 1los exsertos en el arte sin salir-
se del alcance de la presenbe inveneibn. Por ejemplo,
el dispositivo no necesita ser simétricsmente rotacio-
nal. Una o varias sonas pueden ser cuadrada, rectangu-
lares, ovales, etc, siendo preferiblemente elegida
icual la distancia mitua de las varias zonas a lo lar-
go de toda su circunferencia. Los tipos de conductivi-
dad de las varias zonas pueden ser todos ellos reem -
plazados por los tipos de conductividad opuestos invir-E
tiéndose las tensiones de polarigzacién. Los dopados y
e3pesores de las zonas del mismo tipo de conductividad

no neccesitan ser mituamente iguales. Si fuera deseable

las zonas de emicor y de base pueden ser construfdas
como zonas interdigitales de la manera convencional. Co-

sarse semicondguce

1

no matveriales semiconductores pueden
tores diferentes del silicio, por ejemplo germanio o
compuestosIII-~V. La capa aislante 6 pucde consistir de
otros matericles cue el bxido de silicio por ejeuplo def
nitruro de silicio, o de varias capas de matoriales di—:

ferentes ubicadas una sobre la otra, pudiendo las capas

3778258 |
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metdlicas consistir de materiales diferentes del alumi- =
nio. La forma y las dimensiones del dispositivo as{ co~
mo los dopados pueden variarse dentro de limites amplios
sin alejarse del alcance de la presente inveicibn,

g

Esta solicitud gue corressonde a la presenta-—

v
LYY

da en lolanda el 25 de Marzo de 1.969, 12 6904543, se
acoge a loe beneficlos del arte 51 del vigente astatuto

scbre Propiedad Industrial.

REIVIEDICACIONLS

Los puntos de invenciln propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de csta solicitud de Ya-
tente de Invencidn en Zspatia vor VuIkid aiios son los si-
pulentes:

Ll.-Un dispooliivo seniconductor yue tiene un
cuerpo semiconductor, que comprende ung primera zona de
un primer tipo de conductividad adyaceute @ una suner—
Ticie del cueruo sustuncialmente plana, wa sesunda zo-
na del se;undo tipo de conductividad adyacente a dicha
superficie y rodeada enteramente, dentro Gel cuerpo se-
miconduector por la primera zona, termina.do en dicha
superiicie la wnidn p-n entre la primera y la sezgunda

zop&, y al menos una zona adicional del sesundo tipo de

£

A

A
;7qénduotividad, gituada al lado de la segunda zona, ad-

i
(%y@cente a dicha superficie y rodeada enteramente por la

/

/ 577825
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- primera gzona dentro del cuerpo semiconductor, terminan- .
do en dicha superficie la unibn p-n entre las zonas pri-
mera y adicional, rodeando la zona adicional a la segun-
da =zona, cstando presente una capa aislante que Tiene una

ventana de contacto, cobre dicha superficie olona, en

1

cuya ventana estd prevista vna cava de contacto cobre la
cecunda zona, characterisado norque una zona de suverfi-
cie de interrupcibn de cimal anular, se halla situada
al menog junto a una zonu adicional en el lado de la ca-
10 pa de contacto, on 1a cual la distancia desde la capa de
contacto hasta lo circunferencia exterior de la zona
adicional, medida paraleluacnte a la superficie, sobrepa-
' sa la distzncia desde la capa de contacto a la circunfe—
rencia exterior de la zona de superficie de interrupcibn
3 15 de canal que se une a la primera zona al menos a lo lar-
oo de su clrcunferencia interior completa.
2.~Un dicpositivo semiconductor sesin la rei-
vindicacibn 1, caracterizado porque la zona de superficie
de interruncibn de conal se une a dichia zona adicional.
2071‘» 3.-Un disnositivo semiconductor segin la rei-
vindicacibn 2, caructerizado porque la distancia desde
*=1a capa de contacto a la circunferencia. exterior de la
gona de superficie de interrupcibn de canal medida para-
lelancnte a la superficie, es mayor que la dictancia
25 desde la cana de contacto a la zona adicional.
4.~Un dispositivo semiconductor segin una o
mée de las reivinGicaciones procedentes, caracterizado
porgue la zona de superficie de interrupcibn de conal es
' un® zona de superficie del nrimer tipo de conductividad
30 ﬁ/fgﬁé se cncuentra preferiblemente difundida y tiene una
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resistividad més baja que la vrimera zona.

5.~ Un dispositivo semiconductor seglin una o
mds de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porqueé
la zona de superficie de interrupcibn de canal estd foré

mada por uwna parte de sﬁperficie,de la primera zons,

que estd libre de la capa aislante,

6.~ Un dispositivo semiconductor segln una o
més de las reivindicaciones vrecedentes, caracterizado
porque la capa conductora estd presente sobre la capa
aislante y rodea sustancialuente la totalidad de la ca- |
pa de contacto, siendo la distancia desde la capa de
contacto a dicha zona adicional, medida paralelaumente
a la supérficie, rayor gue la distuncia desde la capa
de contacto a la capa conductora, estando presentes me-
dios para aplicar un potencial a la capa counductora.

T.- Un dispositivo semiconductor segin una o
més de las reivindicaciones precedentes, caracterizado ;
pordue la primera zona consiste en silicio de tipo p .

8.~ Un dispositivo semiconductor seglin una o
wés de las reivindicaciones precedentes, curactcerizado
porque la primera zona es la gona de colector y la se-
sunda zona es la zona de base de un transistor.

9.- Un dispositivo semiconductor sezlin una o
mds de las reivindicaciones precedentes, caracterizado é

porque estén presentes medios para aplicar potenciules d

las primera y segunda gzonas, como resultado de lo cusl

la unibn p=n entre dichas zonas es al menos temporalmen—
s

te po:éqizada en sentido inverso.

/5f 10.~Un dispositivo semiconductor. é
/4
i1
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@7 ¥ como se na descrito en la hemoria que an-
tecede, reoresentado en el dibujo que se acompaiia y con |
los fines que se han especilicado. '
¥

A

Bsta llemoria consta de diez y sicte hojas es-

5 eritas a mfquina por una sola cara.
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